


Difference between (a)the surface-floating double junction PNP photodiode 
and (b)the grounded-surface double junction PNP photodiode.
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Difference between Buried Photodiode and Pinned Photodiode

[1] Santen J, Colt M, “Image Sensing Device”, Netherland Patent No.7596795 filed on June 9, 1975.

[2] Hagiwara Y, “Charge Transfer Device”, JPA 1975-127646/127647,  filed on October 23, 1975 and 

       JPA1975-134985, Japanese Patent No. 40905 filed on November 10, 1975.

[3]  Daimon-Hagiwara Y. Abe M. Okada C. “A 380H × 488V CCD Imager with Narrow Channel Transfer

Gates”, Proc. 10th Conf. Solid State Devices, Sept 1978 and J. J. of A. Phys. Vol. 18 S. 18-1, 1979, pp. 335-340.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=71a60fc3d11bb7f0887e60b78cd3e00a7b7f7c96d17117bd4d87f02a6eae78c9JmltdHM9MTc0MjI1NjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0a3fd10f-27b8-6213-3bda-c2ac266a630e&psq=difference+of+buried+photodiode+and+pinned+photodiode&u=a1aHR0cHM6Ly9lbGVjdHJvbmljcy5zdGFja2V4Y2hhbmdlLmNvbS9xdWVzdGlvbnMvODMwMTgvZGlmZmVyZW5jZS1iZXR3ZWVuLWJ1cmllZC1waG90b2Rpb2RlLWFuZC1waW5uZWQtcGhvdG9kaW9kZQ&ntb=1


TANDEM型多重接合太陽電池 Face-to-Face型多重接合太陽電池
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多結晶シリコンでは ¥2399/6W=¥400/W;
薄膜アモーファス・ シリコンでは ¥2409/W;

多結晶薄膜では Ra の値が小さいのでリーク電流が大きい。
結晶シリコンでは Ra の値は大きいので問題ないが、厚膜の

結晶シリコンでは基板抵抗 Rp の値が大きく、電力ロスが生じる。

Intrinsic 型ペロブスカイト膜を使った P-I-N型太陽電池が有望視されている。
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Tandem型ダブル接合
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多結晶薄膜では Ra の値が小さいのでリーク電流が大きい。
結晶シリコンでは Ra の値は大きいので問題ないが、厚膜の

結晶シリコンでは基板抵抗 Rp の値が大きく、電力ロスが生じる。

Intrinsic 型ペロブスカイト膜を使った P-I-N型太陽電池が有望視されている。
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多結晶シリコンでは ¥2399/6W=¥400/W;
薄膜アモーファス・ シリコンでは ¥2409/W;

Face-to-Face型ダブル接合
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多結晶薄膜では Ra の値が小さいのでリーク電流が大きい。
結晶シリコンでは Ra の値は大きいので問題ないが、厚膜の

結晶シリコンでは基板抵抗 Rp の値が大きく、電力ロスが生じる。

Intrinsic 型ペロブスカイト膜を使った P-I-N型太陽電池が有望視されている。





https://www.ulvac.co.jp/products/ion_implantation_system/_imx-3500/
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DN+ = 10   cm
18 -3

DP    = 10   cm
15 -3

DP+   = 10   cm

X1＝0.5 μm ;

19 -3

XS＝199μm;

DN    = 10   cm
16 -3

XW＝200μm;

X2＝3.0μm ;

X3＝0.1 μm ;
X4＝0.2 μm ;
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19.6%の太陽光エネルギー成分は、長波長赤外線光（波長λ＞1.1μm) よる。
長波長は、シリコン結晶体はガラス板のように透明となる。したがって、
光は透過してしまい、光電変換にまったく寄与しない。 19.6%の太陽光の
エネルギー成分は、無駄になる。熱にもならない。残りの80.4%に期待を
かける。しかし、水の分子にも低温の液体状態と高温の気体状態がある。

エネルギーが大きな「気体電子」と低エネルギーの「液体電子」が
電子にもある。太陽電池が抽出する電子は「液体電子」である。

一方の、Diodeの順方向電流やTransistorのswitch-onで流れる電流は
高エネルギーの「気体電体」である。
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